SF 150

Silizium-npn-Planar-Transistor fiir den Einsatz
in Video-Endstufen, Kollektor am Gehduse
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Warmewiderstand Ruje = 0,22 KfmW
R.thic E__ 0.04 Kfmw
Grenzwerte gliltig fiir den Betriebstemperaturbereich
Uceo =160V
Ucer = 160V (bei Ree = 1 k)
tero = 5V
Ic == 50 mA
Is = 10 mA
Peot = 680 mW (beida=25°C)
O =~ 175°C
Ta = — 40 °C bis + 125°C
Statische Kennwerte (¥ = 25°C=5K)
icBO {bei Ucp = 140 V) = 100 nA
UcEsat (bei lc = 30mA, Ilg =6mA) < 5V
Ugry cer  (bei lc = 5 mA, Re = 100 Ohm, = 140V
Ree = 5 kOhm)
Uery cer  (bei Rge = Tk, lc = 100 uA) = 160V
Uerpeso (bei le == 100 xA) = 5V
ha1e {bei Uce =10V, Ic =5 mA] Gruppe B 28... 71
C 56...140

fr (bei Ucg =10V, [ =10mA, f = 50 MHz) = 80 MHz



